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論文内容の要 t:=. 目
伝
GaAs における帯間磁気光吸収が円偏光を用い，液体窒素温度で測定され，左右両円偏光に対して
各三番目までの吸収極大点が観測され，極大点の波長の磁場依存性が 80KOe まで調べられた。この
実験結果を， Luttinger-Kohn の有効質量近似に従い， 更に励起子の効果を補正する乙とによって解
析が行なわれ， GaAs の r 点における伝導帯及び価電子帯のバンド・パラメーターが決定された。
同時に n 型不純物濃度を変えることによって吸収スペクトノレがどう変化するかも調べられた。
次に GaAs で，帯問振動ファラデ一回転が観測され，そのスペクトノレが不純物濃度によって著るし
く変化することが見出された。この結果を解析するために， Boswarva-Lidiard の理論が 2 種の緩和
時間を導入するととによって拡張された。この 2 種のうち一方は重い正孔準位からの選移に関係した
緩和時間であり，他方は軽い正孔準位からの遷移に関係したものである。これらの緩和時間が不純物
濃度の増加と共に減少すると仮定すると他にあいまいなノマラメーターを導入することなく実験で得ら
れたスペクトラムの不純物濃度依存性を統一的に説明するのが可能であることがわかった。
同じファラデ一回転の解析法が InSb 及び Ge についても適用され，数値計算によるスペクトラム
がそれぞれ Pidgeon-Brown 及び Nishina らによる実験結果と比較され， InSb の場合は実験とかな
り良く一致したスペクトラムが得られている。
論文の審査結果の要旨
半導体の基礎的研究として帯構造を研究する乙とは重要であるが，その手段として帯間光吸収帯間
ファラデー効果の測定は有力である。本論文は近来注目されつつある半導体 GaAs について，その不純
物濃度を変化させて帯問光吸収並びに帯間ファラデー効果を始めて測定した。 その結果を Luttinger
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理論および修正を加えた Boswarva-Lidiard 理論をつかって解析した。その結果帯間エネノレギー差，
電子，正孔質量その他をきめる乙とが出来た。とくにファラデー効果では緩和時間を導入することに
よって理論を発展させ，はじめて帯問ファラデー効果の解析に成功した。この結果不純物変化による
複雑な帯間ファラデースペクト Jレの行動を緩和時間の変化によるものであるととを見事に説明した。
この方法を Ge， InSb にも適用した。上記のように実験および理論において独創性を発揮し，充分学
位に値する論文であると思う。
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